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	课程名称： 专业英语(微机电)
	课程类别（必修/选修）：选修
	课程英文名称： Professional English（Micro Electro Mechani
	总学时/周学时/学分：1.5/2/24
	其中实验/实践学时：0
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	授课时间： 2023.9-12月，1-12周，星期四：1-2节
	授课地点：6C-305
	授课对象： 2021级微机电1班
	开课学院： 机械工程学院
	任课教师姓名/职称： 申芳华/特聘副研究员、讲师
	答疑时间、地点与方式：周一下午 12C-303
	课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（）其它（ √ ：专业科技论文翻译）
	使用教材：自编讲义
	2、《微电子专业英语》陈显平等编著，北京航空航天出版社。
	课程教学目标
	支撑毕业要求指标点
	毕业要求
	4-1能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析微机电工程问题的解决方案。
	4研究：能够基于科学原理并采用科学方法对微机电设备和产品的设计、开发、制造、管理等过程中的工程问题进
	5-2能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对微机电工程问题进行分析、计算与设
	5使用现代工具：能够针对微机电设备和产品的设计、开发、制造、管理等过程中的相关工程问题，开发、选择与
	10-1能就微机电相关问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应指令，理解与业界同行及
	10 沟通：能够就微机电工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述
	目标一
	目标二
	目标三
	目标四
	大纲编写时间：2023年8月22日
	系（部）审查意见：
	我系已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。

